
日本天文学会2020年秋季年会

V322a SOI技術を用いた新型X線撮像分光器の開発 43:新規構造を導入したX線SOI
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我々は次世代X線天文衛星「FORCE」への搭載を目的とし、SOI技術を用いたX線半導体検出器「XRPIX」
の開発を行なっている。半導体検出器を軌道上で運用した際、陽子線などの宇宙線による放射線損傷により性能
が経時的に悪化するため、地上において、損傷による性能の変化を定量的に評価しておく必要がある。過去の研
究から、XRPIXでは放射線損傷が進むと、Si-SiO2界面での界面準位や絶縁層にホールが溜まることで引き起こ
されるTID効果により、スペクトル性能が悪化することがわかっている。そこで、Si-SiO2界面からの暗電流やセ
ンサー層と回路層間の電気的干渉を抑え、スペクトル性能の向上を目的とした、Pinned Depleted Diode(PDD)
構造を導入したXRPIX6Eという素子を開発した。我々は、このXRPIX6Eに対して、初めて陽子線照射実験を
行い、軌道上約 60年に相当する損傷を受けても、エネルギー分解能が 3%以内で一定など、スペクトル性能に大
きな悪化は見られず、これまでの XRPIXシリーズの中で、最も放射線耐性が高いことを明らかにした。本講演
では、陽子線照射実験について、ピクセル間の個性も考慮した詳細な解析結果を報告し、陽子線照射による性能
変化や放射線耐性の改善の要因についても議論する。


